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Talimatlar: Siavi tamamlamak igin 120 dakikaniz var. Sinav sirasinda sadece kendi hesap
makinenizi ve kendi el yazinizla A4 kagidinin 6n yiiziinii gecmeyecek sekilde
hazirlanmig ¢galisma kagidini kullanabilirsiniz. Cep telefonlarimz kapali olmalidur.
Cevaplarinizi yazmak i¢in her sorunun altindaki boslugu kullaniniz. Gerekirse fazla bos kagit
dagitilacaktir. Sinavin ilk 10 dakikasinda sinav ile ilgili soru sorabilirsiniz. Ondan sonra
soracaginiz her soru i¢in notunuzdan 5 puan diisiilecektir. Buna ragmen sordugunuz
soruya cevap alamayabilirsiniz. lyi sanslar!

Advesoyad:__ Ali lhcan  Goler

Ogrenci numarast: N//FL
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1. a. Auger rekombinasyonu ve direk rekombinasyon arasindaki iki temel fark nedir? (10
puan)

1 Dif‘CL reLomLinasgon l Parqacll(, ﬂuger reLomLﬂnaSSOnU

3 Iac\r‘c‘aclL igerir.

2, Dire_L r‘e.LomLfnousgon l,&lmc\lll F]uger‘ r‘eLomLmasaonU

l.flr‘nO.SIZ.t:‘lr'.

b. p ve n tipi yariiletkenlerin yiikii nedir? Neden? (10 puan)
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2. Bir cismin termal radyasyonunun maksimum dalgaboyunun mavi (A=480 nm) olabilmesi
i¢in bu cismi hangi sicakliga 1sitmaliy1z? Bu sicaklikta cisim oda sicakliginin (T=300 K) kag
kati termal radyasyon yayinlar? (20 puan)

. T = 2/898 . ‘10‘3 m. K Wien Serc‘eii.;'l'lrme Lr.\nunu

Dmax

480-407-T = 2,898-10"

T = 6000 K
I, g & 60009 Sl'c{an anunu
'y 4
'LZ. = a - 300
L,
— = 160000
J



3. n-tipi ve diisiik enjek51yonlu bir yariiletkende elektron ve desiklerin denge
konsantrasyonlar1 np=10" cm™ ve Po=2,25x 105 cm 3 olarak veriliyor.
a. Giines 15131 tutuldugunda p=2,5x 10° cm 3 oluyorsa net 1simali rekombinasyon orani

| ve azinlik desiklerin 6mrii nedir? (p=2 cm /s) (10 puan)
5
Ry =G, = Bn,(p-p.) = 240" (2,5-10°- 2,25-10°)
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b. Giines 15181 aniden kapatildiktan 107" s sonra azinlik desiklerin konsantrasyonu ne
kadar olur? (5 puan)
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4. pn baglant: noktasindan olusan bir kristal silikon giines pilinde n tipi bolgedeki bagislayici
atom yogunlugi Np=10"* cm™ ve p tipi bolgedeki kabul edici atom yogunlugu Ny=1 0" cm™
olarak veriliyor ve saf silikonun tastyici konsantrasyonu 300 K’de ni=1,5 x 10" em™ ise

a. p ve n bolgeleri arasindaki potansiyel fark Vo nedir? (300 K’de kgT=0,025 ¢V ') (10

puan)
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b. Deplasyon bolgesinin genisligi ne kadardir? (e=11,7, £=8,854 x 102, e=1,6x 107 C)

(10 puan)
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¢. Fotouyarilma akimi J=9,5 A ve doyum akimi J=0,8 A ise agik devre voltaji Voc

nedir? (10 puan)
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5. Giines pilindeki emici tabakanin sicakligi 1000 K ise maksimum emici verimliligi ve
toplam verimlilik ne kadardir? (15 puan)
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